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El siguiente cuestionario corresponde a la primera parte de la evaluacion integradora de la
materia Dispositivos Semiconductores. El mismo consta de 5 preguntas y debe ser respondido
en una hora, comenzando a las 15:00 y finalizando a las 16:00 sin excepcién.

Se recomienda organizar el tiempo para demorar 10 minutos por pregunta.

Algunas preguntas puedn ser del tipo multiple choice (MC) y otras pueden ser con respuesta
numérica.

En las preguntas MC existe siempre una tnica respuesta correcta.
En las preguntas numeéricas debe responderse con unidades siempre y cuando corresponda.
El cuestionario se aprueba con 3 preguntas correctas.

La aprobacién del cuestionario es necesaria para acceder a la segunda parte de la evaluacion,
pero no es suficiente para aprobar la evaluacién integradora.

En caso de no aprobar el cuestionario, la evaluacion integradora estara desaprobada.

Pregunta Respuesta Correccion

1

2
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5

Calificacién Cuestionario:

Calificacién Oral:

Nota Examen:

Nota Libreta:

Firmar al entregar:
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1)

Un bloque semiconductor de largo L = 3um tiene masas efectivas similares al silicio pero distinta
energia de gap dando como resultado una concentracién intrinseca de portadores a temperatura
ambiente n; = 2 x 108 cm™3. El bloque es dopado con impurezas donoras con densidad N =
3 x 10" cm™3 y las movilidades de los electrones y los huecos son p, = 1800 cm? V~1s~1; Hp =
600 cm? V~-!s~!. Iluminando una cara del material se logra generar un exceso de portadores
minoritarios tal que

Am(z) =3 x 101%cm™ exp ( O.4xpm>

. Cuél es la densidad de corriente neta de minoritarios (expresada en Acm~2 con signo indi-

cando su sentido) en x = 0.2um? Considerar vélida la hipétesis de quasi-neutralidad en todo
el semiconductor.

Para el circuito de la figura fabricado en un proceso de fabriacién CMOS con parametros Vpp =
3.3V; Vp, =0.7V; Vi, = —0.8V; 1, Ch . = 240nA V=2 1,07 = 7T0pA V=2 y A = 0, se disefiaron
los transistores con las siguientes dimensiones (W/L); = 20; (W/L)s = 20; (W/L)s = 50;
(W/L)4 = 200. Calcular el valor de Rrgr [€?] para que la corriente de salida sea Ioyr = 600 pA.

VDD

RREF Ms |'—| IV|4

Se tiene un transistor TBJ NPN a temperatura ambiente polarizado en MAD del cual se conocen
las pendientes de los perfiles de concentracién de minoritarios en el emisor (1,23 x 10! em™*) y
en la base (—9,85 x 10'® cm™). Determinar el valor de la ganancia de corriente (3) conocidos
los valores de las movilidades en el emisor (y, = 900cm?/Vs; p, = 300cm?/Vs) y en la base
(ptn = 1400 cm?/Vs; p,, = 500 cm?/Vs).

Un amplificador emisor comin se implementa con un transistor NPN con parametros § = 250 y
V4 — oo, polarizado con una tinica Rp y con resistencia de colector Ro = 5002 y alimentacion
Vee = 12V, obteniendo Icg = 13mA. A la entrada se conecta una senal de tensién pico
vs = 15mV y resistencia serie R = 1k{). Calcular el valor pico de la senal de tensién a la salida
para el amplificador sin carga. Considerar una temperatura de trabajo tal que Vi, = 26 mV.

Un transistor MOS opera con una corriente de drain y una tensién Vpg que varian de forma
periddica disipando una potencia media de 25 W. Sabiendo que el transistor se encuentra en un
gabinete que alcanza los 60°C y que sus caracteristicas térmicas son 0ca = 4°C/W; Tjmax =
135°C y que Pusx(QTgmps = 25°C) = 22 W, indicar el valor méximo de la resistencia térmica del
disipador que debe adosarse al encapsulado del transistor.
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materia Dispositivos Semiconductores. El misma consta de 5 preguntas y debe ser respondido
en una bora, comenzando a las 1500 y fnalizando a las 16:00 sin excepeidn.
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» Algunas preguotas puedn ser del tipo multiple choice (MC) y otras pueden ser con respuesta
7

po para demorar 10 minutos por pregunta.

« En las preguntas MC existe siempre una nics respuesta correcta.
pre y cuando corresponda.

et a (Aad
debe resp e con

» En las preg

» El cuestionario se aprueba con 3 preguntas correctas.

= La aprobacién del ionario es ia para der 4 la segunda parte de la evaluacidn,
pero no es suficiente para aprobar la evaluacién integradora.

» En caso de no aprobar ef cuestionario, la evaluacién integradora estari desaprobad.

This exam coutalns 5 questions.

1) Un blogue semiconductor de largo L = 3 pm tiene masas efectivas similares al silicio pero distinta
energia de gap dando como resultado una concentracién intrinseca de partadores a temperatura
ambiente n, = 2 x 10*cm™>. El bloque es dopado con imp d con densidad N =
3 x 10" em y las movilidades de los electrones y los buecos 500 p, = 1800cm? V=45t 4, =
600cm® V-'s~!. [luminando una cara del materisl se logra generar un exceso de portadores
minoritasios tal que

Am(r) = 3x10%%m™? exp (-6-‘—:;;)

(Cudl es la densidad de cortiente peta de minoritarios (expresada en A cm~? con signo indi-
cando su sentido) eo z = 0.2 pm? Consid vilida la hipétesis de quasi-oeutralidad en todo
e semjcooductor.

Solution: p, = 1.33 x 10°cm~; exp(-1/2) = 0,6065; Jusp = 1.131 mA cn™2.

2) Para d dircuito de Ia fgura fabricado en un proceso de fabriscida CMOS con pardmetros Vpp =
33V; Vra = 0.7V; Vi = ~08V; upCly = 240pA V-2, 45Coy = TOPA V™2 y ) = (), s disenaron
fos transistores con las siguieots dimensiones (W/L), = 20; (W/L); = 20, (W/L); = 0;
(W/L)s = 200. Calcular el valor de Rpey 1] para que la corriente de salida sea loyr = GO0 PA.

E""‘“"“ Ii=h =1 = 150pA; Vos = 0.95V; Rugr = 156701,
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las pendientes de los perfles de copcestracién de minoritarios en el emisor (1,23 x 107 cm ™) y
en 1a base (~9.85 x 10'*cm™*), Determinar el valor de la ganancia de corriente (#) conocidos
108 valores de las movilidades en el emisor (e = 900cm?/Vs; g, = 300cm?/Vs) y en la base
(e = Nmm’/v.;‘a,-—-muﬂ:/Vl).

rSoluuon: A =374 J

—3%  4) Un amplificador emisor comn se imph €00 un NPN con pardmetsos § = 250 y
V4 —+ 00, polarizado con una tnica Ry y con resistencia de colector Ao = 50011 y alimentacién

Vec = 12V, obteniendo Jog = 13mA. A la entrads se cooecta una sefial de tensida pico

N vy = 15mV y resistencia serie R, = | kfl. Calcular el valor pico de la seiial de tensidn a Ia salida

/ para ¢l amplificador sin carga. Consid una temperatura de trabajo tal que Vi, = 26mV.
-

l Solution: Ryy =ry = 50011, gm = 0.55; Aps = 250; tye = S5mV; 1y = 125V,

Aqueyo
; 5) Un transistor MOS opera con una corriente de drain ida V; i
= oA y una teas| 'Ds que varian de forma
dgsw periddica disipando una potencia media de 25 W. Sabiendo que el Istor se et un
uﬂmqmdunnhm'Cymmammwmiﬁanoc,g=4‘C/W;T,~,=
135°C y que Pr(OT s = 25°C) = 22 W, indicar el valor méximo de ls resi ia térmica del
A'-'J._q“mg al P Iado del [y

A%MW

Solution: 0)c = 1°C/W; Tc = 110°C; Gpratens = 200°CW-}; 4, = 4.00°CW -1,

L fout Avw.




